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Examen de Electrénica 2
10/02/2012

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracién de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1 (37 puntos):

a) Determine la ganancia diferencial a bajas frecuencias del amplificador de la
Figura.

b) Suponga que el valor de Cp en Q3 y Q4 es distinto de cero. Que ventaja aporta
la presencia de Q5 y Q6 desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia del
amplificador. (Puede considerar el resto de los transistores como ideales en su
respuesta en frecuencia).

¢) Calcule el valor de Cc para obtener un fr=250MHz en el amplificador.

d) Calcule el Sg del amplificador

Datos:

Transistores: Ve = [Ves| =0.7V, Tension de Early: Va= 50 V, =200, excepto Q11 y
Q12 con Bour =20

La corriente inversa de saturacion de todos los transistores es Is=Isqs excepto:

Isq7 =10*Isqs, Isqis=Isq20=3*Isqs, Isq21=10*Isqs, Isqia=Isqis=2*Isqs

R1=R2=2kQ), R9=33kQ, R3=100 Q, Re=100

R4=R5=2kQ) , R6=R7=5 Q, RL= 300 Q.

VCC=-VEE =5V
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Problema 2 (37 puntos):

a) En el amplificador de la figura la inductancia L representa una inductancia parasita
debido al cableado que a los efectos de esta parte se considerara es nula. Determinar la
ganancia Vo/Vi a frecuencias medias y frecuencia de corte superior del amplificador si
en la entrada Vi se tiene una fuente de sefial con resistencia de salida 0.

b) Al implementar fisicamente este amplificador se observa que con entrada Vi=0Vel
mismo oscila a una frecuencia de 80 Mhz y con una amplitud tal que el transistor se
puede considerar operando linealmente. Se conjetura que ello se deba al efecto de la
inductancia Ls debida al conexionado de Vi. Determinar si esto es posible y en caso

afirmativo que valor debiera tener Lg para que esto ocurriera (dar la expresion literal y
numérica).

Se sugiere:

considerar que Ls es tal que su impedancia a la frecuencia de oscilacion es mucho
menor que la impedancia a esta frecuencia de C,i en paralelo con ry,; del transistor,
verificando luego que este es efectivamente el caso y observar que la impedancia de

C... a la frecuencia de oscilacién es mucho mayor que Ru.
Datos:

R =Ry =270 Ohms.

Cp : condensador de desacople que se considerara infinito.

VCC=5V

Datos transistor:

B =300, VBE=0.7V, fr (@ Ic = ImA) = 2 GHz, Cmu. = 0.5pF, Cje = 2pF.

Pregunta (26 ptos):

a) Para la etapa de potencia de la figura, determinar la maxima eficiencia que seria
posible alcanzar para una sefial de entrada sinusoidal, indicando bajo que
condiciones se alcanzaria esta eficiencia maxima.

b) En el caso particular en que VCC =5V, Io=1A, RL = 4QQ, Vopico =2V, VBE
para todos los transistores es 0.8V y el nivel de continua en VIN es 0.8V,
determinar, la potencia entregada a la carga, el rendimiento y la potencia
disipada por cada uno de los transistores Q1, Q2 y Q3.

¢) Seimplementa el circuito con transistores TIP 41, de los que se adjuntan datos y
se considerara que la tension base-emisor es de 0.8V. Se desea que el circuito
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opere con una temperatura ambiente maxima de 45°C y se estd en las

condiciones de la parte b).

1. Indicar para cada transistor si se requiere utilizar un disipador, explicando
claramente porqué si o porqué no y que datos de la hoja de datos utiliza para
deducir esto.

2. Para los transistores que se requiera utilizar un disipador, se desea utilizar el
mismo para todos. Determinar que condicion debe cumplir su resistencia
térmica disipador — ambiente si se monta de modo que la resistencia térmica
disipador — carcaza del dispositivo (“case”) es 0.5°C/W.

NOTA: Se despreciara en todo el problema la potencia disipada debido a las corrientes
de base de los transistores.
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Cperatihg and Storage Junction T Texg -ES 1D +150 &
Temparature Range
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
Therma: Reslstance. Juncton 1o Ambient ReJA 825 *CrN
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(13 o=25A L=20mH PRF =10 Hz, Voo = 10V, Rge = 1004
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